Halbleiter-
Bauelemente




Germaniumdioden

Dioden

max. zuldss. | max. zuldss.

DurchlaB- DurchlaB- Sperr- Sperstion Sperr- Gurchia: Bou.
Type spannung strom spannung kA [HAl PRI - farin Verwendungszweck
Yk V] lag m#y Uka M1 | U:Arnox VI 1AKmaox ImA]
bei ty, = 250 C -5 grd
Universaldioden 10 —100 Universaldiode mit
OA 625 1 =5 20 = 500 209 20 4%) nizderohmc;gem DurchlaB-
i widerstan
OA 645 1 =3 lg j: 1533 40 35%) 15 39) Universaldiode
OA 665 1 =3 i = 5 60 505 | 12 25% | 1 | Universaldiode
10 = 50 ; 5 Universaldiode mit hoch-
OA ¢85 1 =2 80 500 80 65% L ohmigem Sperrwiderstand
s 10 = 15 2 o Universaldiode mit hoch-
OA 705 1 =2 100 = 250 100: 80% 102 chmigem Sperrwiderstand
Jdeodiode 10 100 Zur Gleichrichtung d
. = W a ur eichrichtung der
OA 626 1 =3 20 =500 209 20 4% 1 Bildzwischenfrequenz
Diodenpaare
OAA 646%) 1 =5 E =1 40 359 | 10 22 , | Rotioeteitor
20A 646%) 1 =5 0] S8 | %0 o | 5 Ratiodetektor
Diodenquartett
1 10 - 40 Zum Modulieren dei_r
y == 2 2 Tragerfrequenz mit Trédger-
O4A 657 75. . 128 4 =300 0 88y | 8. % |l ntbrdeictmg
fir dm-Wellenbereich
Richtidiin Richtstrom | [mA| £
OA 601Y) 1 =5 5 = 1000 5 15 =45 bei 50mW O
QA 6021) 1 =5 5 = 1030 g 1{5} " = 3,5 | HF-Leistung “I'r
OA 603" 1 =5 10 = 1000 1 2 =7 : i)
OA 604" 1 =5 10 =1000 10 20 =as | EQE-Li?gurlw 2
OA 6051 1 =5 20 =1000 20 20 =45 9 <
maximal zuldss.
StoBstrom
IAKmox [mA|
(1 Sek..
. Pause miad.
Schaltdioden 2 M)
10 = 40 B
OA 647 1 =6 = 25 50 1
40 =1000 Schaltdioden mit
10 = 8 geringer Sperrtragheit
OA 666 1 =5 20 = 10 60) 150 1
60 = 710 ol .
= olddrahtdioden mit
OA 720 =1 75 20 = 1000 20 50 1 groBem Verhdltnis von
OA 721 =07 75 20 | =1000 20 75 1 |G e PushicBaider
OA 722 — 0,75 100 5 — 920 20 120 2 Kleinfldchendioden mit
hohem Sperr- und kleinem
OA 723 - 0,85 100 60 10 80 150 2 DurchlaBwiderstand
OA 741 =08 75 - 40 75 1 | Golddrahtdioden mit
groBem Verhaltnis von
OA 780 =1 75 2§ S 80 50 ) Jorus G IRIEEE




Siliziumdioden

Dioden

Durchlab- DurchlaB- Sisane: max. zuldéss. | max. zuldss.
T Sperrstrom Sperr- Verlust- Bau-
ype spannung strom spannung KA LAl ¥ ¢ Verwendungszweck
UAK V| IAK (mA] UKA [V ! spannung eistung orm
UkAmax V] | Pymax ImW]
bei t, =259 C -5 grd
OA 9001) 1 = 50 =22 250
OA 901 1 = 50 = oy 250
] e 2 Silizium-Flachendioden mit
OA 9021 1 — 40 = Eg :’:—10010 250 hohem Sperrwiderstand
OA 9031) 1 = 40 = A 250
Zener- Zenerstrom Zener-
spannung Iz [mA| widerstand
Uz V] iz Q]
Zenerdioden bei Iz =3mA
ZA 250/51) 44 5,6 3 1 =01 = 150 250
Zur Erzeugung stabilisierter
1 —
ZA 250/6') 54. . .66 3 1 = 0.1 =110 250 Bezugsspannungen, Be-
ZA 250/7') 64. . ;78 3 1 =01 25 250 2 grenzung von Wechsel-
ZA 250 81) ?.4 3 g 8.6 3 1 = 0r1 30 250 spannungen und Clls
ZA 250/91) e 5 g . =01 = 5 560 Ueberspannungsschutz
Dioden
Leistungszenerdioden
Zener- DurchlaB-  or— Zener-Wider- | Poqy [457C] | Temperatur- o
Typ spannung strom Iz [mA] stand rz [ |ohne Wérme- bereich Verwendungszwack
Uz V| IAK [mA beilz = 10 mA| ableitung te["Cl form
ZL 910/6Y) 58— 72 500 10 < 20 1w 55
ZL 910/8!) 68— 92 500 10 <12 1T W bis
ZL 910110") | 88—112 500 10 <15 1w 150 8 Fiir  Stabilisierungs- und
ZL 9101121 | 10,8—13,2 500 10 20 1 W Begrenzerschaltungen
ZL 910/141) | 12,8—15,2 500 10 = 30 1w
ZL 910/16%) | 148—17.2 500 10 < 40 1T W

1) in Entwicklung befindlich

2| bei ty, = 60

3| bei tg = 25° C sowie 6079 C

4| Strom- und Spannungswerte der Einzeldiode

"C



Germanium-Gleichrichter

Kenn- und Grenzwerte bei t; = 25" C
S DurchlaB- | DurchlaB- Bau- k
Typ Perr: Sperrstrom e Spitzenstrom ., form Verwendungszwe
spannung IKA [mA strom spannung lakmax 1Al tinas [ME]
Uka VI IaK Al UAK IV “
4 (25° C)
oY 100 20 <01 0,1 0,5 0,35 60
Gleichrichter
QY 101 50 =041 0.1 05 0,35 60 5 fur kleine Stréme
oY 102 100 =01 0,1 05 0,35 60
25° C)
QY 110 20 =01 1 1 3 60
oYy 11 50 <01 1 1 3 60
6 Gleichrichter
oY 112 100 0.1 1 1 3 60 fir mittlere Strome
oY 113 150 0,1 1 1 3 60
QY 114 200 0.1 1 1 3 60
(25°CJ
oY 120 20 1 10 0,6 32 35
oY 121 40 1 10 0,6 32 35
QY 122 65 1 10 0.6 32 35 7 Gleichrichter
oY 123 100 1 10 0.6 32 35 for hohe Strdme
QY 124 150 1 10 0,6 32 35
QY 125 200 1 10 0,6 32 35
Silizium-Leistungsgleichrichter
(115°Cj
QY 910') 50 <05 1 1,2 5 100
QY 911) 100 < 0,5 1 1.2 5 100
QoY 9121) 200 0,5 1 1,2 5 100
oY 9131) 300 -~ 05 1 1.2 5 100 Gleichrichter mit erweiter-
oY 9141) 400 ~05 1 12 5 100 2 et TEmperatis
anwendungsbereich
QY 9151) 500 <05 1 1,2 5 100
oY 916) 600 =05 1 1,2 5 100
oY 9171) 700 <05 1 1,2 5 100

1) in Entwicklung befindlich

Eine neue Typenreihe 1 A-Siliziumgleichrichter OY 9110 — OY 9180 befindet sich in Vorbereitung



Germanium-Transistoren fiir NF-Verstdrker- und Schalteranwendungen

Transistoren

Kennwerte bei ty = 250 C Grenzwerte :
Typ Stromver- | Kollektor- |Rausch-| Rest- Kollektor- | Kollektor- | Ver!lust- ?::1; Verwendungszweck
starkung reststrom faktor | spannung | spannung| strom leistung
hale; 3 “Iceo (1Al F 18] | Uceo VI | -Uckmox V1 | “lemax (mAL | Proox [MW] | tjmaxlCl
( ™
\ y
F 4
ocC 815 10-20 800 - 25 03 15 50 50 75 9 NF-Endstufen
OC 816 - 20 < 800 25 03 15 50 50 75 9 | kleiner Leistung
ocC 817 - 20 800 - 10 - 15 50 50 75 9
Rauscharme NF-Vorstufen
OC 818 - 20 800 5 — 15 50 50 75 9
OC 820 p=10 - 800 25 05 20 135 100 75 10 NF-Endstufen
ocC 821 p > 20 < 800 25 0.5 20 135 100 75 10 | mittlerer Leistung
OC 822 =20 - 800 - <05 30 135 100 75 10 30-V-Schalttransistor
OC 823 =20 < 800 — 0,5 60 135 100 75 10 60-V-Schalttransistor
OC 824 10—40 - 800 25 — 20 135 120 75 11 NF-Endstufen
oC 825 - 20 800 25 | < 0,55 20 135 120 75 11 | mittlerer Leistung
OC 826 - 20 - 800 17, — 20 135 120 75 1
Rauscharme NF-Vorstufen
OC 827 > 20 < 800 5 20 135 120 75 1
OC 828 p=>15 -~ 800 0,55 33 135 120 75 11 30-V-Schalttransistor
OC 829 f=>15 - 800 - 0,55 66 135 120 75 11 60-V-Schalttransistor
Germanium-Leistungstransistoren Transistoren
g [mA] fiir Bau-
Typ I ~100mA Icg [mA] dcso 1Al | -Uceo V1 | -Ucemox V1 | Jemox (Al | Prax (W] tjmaxl"Cl form Verwendungszweck
OC 830 - 10 = 30 z 1 20 1 1 75
NF-Leistungs-Endstufen
OC 831 5 <1 < 30 1 20 1 1 75
12
oC 832 1 - 30 1 30 1 1 75 30-V-Schalttransistor
OC 833 5 <4 < 30 1 60 1 1 75 60-V-Schalttransistor
g [mh] far
Ig =200 mA -Uggs (V]
OC 835 - 20 <18 < 50 0,6 20 3 4 78
oC 836 <10 | <15 <5 | 06 20 3 4 75 NE:Leisangs-Endstufen
oC 837 <10 | <15 | <5 | o8 30 3 4 75 | 12 | 30-v-Schalttransistor
OC 838 - 10 15 < 50 06 60 3 4 75 60-V-Schalttransistor




Germanium-Hochfrequenz-Transistoren

Kennwerte bei tg 25" C Crenzwerte
Y21 [mA v] bei: 'Bb fi B=1 | Rom
Ty Ucg=6V strom (o t; Bau: Verwendungszweck
Uge=6V | Ug=6V [-Ug=6V YCET max | fimax | form
9] [mW[ | 1"C]
A =05mA | g =05mA { g ITmA | 1€ dc=05mA| 1ma [4cEO
F=500KHz | 1=2MHz | =10 MHz MH:) IMHz| | Al
OcC 870 hore - 20 lar Ugg=06V.-Ic = 2 mA 1 800 | 30 75 13 | NF-Tiansistor fiir Vorstufen
ocC s8N 13 - — 300 3 — <800 | 30 75 13 | ZF-Stufen 450 KHz
OC 872 10 - 350 il - 800 | 30 75 13 Mischstufen 2 MHz
OC 8739 | g, - 50fir Ugg=6V. dc = 2mh |- 300| 710 5 o] B0 | | e | Rsibonpmmtteriin e
OC 874! {3~ 50 far -Ugg = 1V, -Ic = 10mA i —800]| 30 75 13 | Fur Scholteranwendungen
mittlerer Geschwindigkeit
OC 880'") 10 — 300 -10 == 500 | 50 75 Mischstufen 2 MHz
i ) ; : Vor- und Mischstufen in
OC 881 20 |- 200 20 [<500) 50 | 75 | | ¢V Bereich
OC 882') - -26 [ 100 — 30 |<500| 50 | 75 ZF-Stufen 10,7 MHz
OC 883 = 30 |- 50 = ~50 |[~500( 50 [ 75 Mischstufen bis 100 MH:z
) in Entwicklung befindlich
Germanium-Flachentransistoren
Statische Werte Dynamische Werte Grenzwerte
T o d k
LAy Iceo Iceo fi, h Pmax ICmax UCEmax | form Verwendungszwec
[nAl luAl IMHz| ol mW| ImAl | V]
£
LA 25 30 = 1000 - 0,2 10. . .80 25 15 10 9 | NF-Transistor f. Vorstufen
LA 50 < 30 1000 02 (10. . .80 50. .100 50 10 9 | NF-Transistor
LA 100 30 - 1500 =02 |10. . .80|120. .150 150 11 | NF-Transistor
LA 1 = 50 2000 — 1000 1000 12 | NF-Leistungstransistor
LA 4 = 100 4000 4000 3000 — 12 | NF-Leistungstransistor
LA 30 30 1500 -30 |20. . .100 30 15 13 | HF-Transistor

Die Transistoren dieser Typenreihe eigenen sich speziell fir Lehr- und Amateurzwecke, kénnen aber jederzeit auch in anspruchsvolleren Schal-
tungen eingesetzt werden. Zu Sonderpreisen in Fachgeschaften erhaltlich.

Weitere Halbleiter-Bauelemente werden hergestellt:

Fotodioden vom VEB Carl Zeiss Jena VEB Werk fiir Fernsehelektronik
Halbleiter-Widerstinde vom VEB Keramische Werke, Hermsdorf (Thiir.)

Anderungen vorbehalten!




BAUFORMEN
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Mindestbestellmenge fiir den Direktbezug:

Je Planposition 1000 Stick im Sortiment,
jedoch mindestens 100 Stick pro Type.
Erzeugnisse aus Vorserie und Laborfertigung je
Planposition 50 Stiick.

Auslieferungen von Mindermengen:

Versorgungskontor fiir Maschinenbau-Erzeugnisse,
Potsdam, Leipziger StraBe 60

Halbleiter-Bauelemente sind im einschldgigen Fach-
handel erhdltlich.

Export-Information durch:

Heim-Electric
Deutsche Export- und Importgesellschaft mbH.
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14

®

VEB Werk fiir Fernsehelektronik
Berlin-Oberschoneweide, OstendstraBe 1-5

Fernruf 6328 41 — Telegramm-Anschrift: Oberspree-
werk — Fernschreiber: WF Berlin 011 470

lo,

VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Frankfurt (Oder) — Markendorf
Fernruf-Sammelnummer 690 — Fernschreiber 016 252

Ausgabe September 1962

I-6-1 NT Ffo. 8141-1062 Ag 71 262-62




